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１．概要（Summary ） 

強誘電体メモリや MEMS など圧電デバイスの多く

には Pb(Zr, Ti)O3 (PZT)がよく利用されるが、強誘電性

や劣化耐性の向上などの用途に合わせた PZT のドー

パングが非常に重要である。また、強誘電性は強誘電

体の結晶性や配向面により影響されることが知られ

ており、配向面の制御が重要である。本研究では(111)

または(100)優先配向 Pt 基板上に CSD 法により La、

Nb、Y の 3 種類のドーパントを用いた PZT 薄膜を作

製し、それぞれの配向性と電気特性の関係を調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 多元スパッタ装置、インピーダンスアナライザ 

・実験方法 

 (111)優先配向スパッタ Pt 基板を下部電極に用い

て、CSD 法により La、Nb、Y をドーパントとした

PZT (Pb:Zr:Ti:La, Nb, or Y = 113:30:70:3)膜及びドー

パントを含まない PZT 膜を作製した。スパッタ法に

より直径 200 m の Pt 上部電極を形成し、キャパシ

タを作製した。また、MgO(100)基板上にスパッタ法

を用いて(100)優先配向 Pt 下部電極を作製し、キャパ

シタ作製を同様に行った。膜の配向性と表面形態はそ

れぞれ XRD と FE-SEM で評価した。強誘電体キャパ

シタの分極-電圧(P-V)特性を強誘電体評価装置で測定

した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Pt(111)と Pt(100)下部電極を用いた強誘電体キャパ

シタの P-V ヒステリシスループをそれぞれ Fig. 1(a), 

(b)に示す。Pt(111)上ではドーパントを含まないものが

最大の残留分極値を示した。ドーピングされた PZT

キャパシタにおいても良好な残留分極値や抗電圧を

示したが、Y ドープでは PZT のような長方形に近い形

状であった。La、Nb ドープでは、負の電圧方向にヒ

ステリシスループがシフトしていることが確認され

た。Pt(100)上では、Pt(111)の場合と比べて強誘電性が

向上した。ヒステリシスループはすべてにおいて長方

形的であり、残留分極値が 2 倍以上に増加した。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

(1) 天野泰河ら, 化学工学会 第81年会ZCA214, 平成

28 年 3 月 14 日。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

Fig. 1  P−V hysteresis loops of ferroelectric capacitors 
with (a) Pt(111) and (b) Pt(100) bottom electrode. 
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